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V--Si--Ge-Legierungen werden aus den Komponenten her- 
gestellt und rSntgenographisch untersucht. V3Si und V3Ge bilden 
eine lfickenlose Mischreihe. Ebenso gehen die T1-Phasen V5Si3 
und V5Ge3 homogen fiber, was auch ffir die C-stabilisierten 
Phasen rait teilweise aufgeffillter Mn5Si3-Struktur gilt. VllGes 
16st praktisch kein Silicid und steht mit V5(Si,Ge)3 und (Ge,Si)- 
Mischkristall im Gleichgewicht. Im Disilicid effolgt ein Si/Ge- 
Austausch bis etwa 1 : 1 (1000 ~ C Hemogenisierungstemp.). Bei 
dieser Temp. tr i t t  nach kurzen Gliihzeiten das sogenannte Di- 
germanid (V17Ge31) noch nicht in Erscheinung. 

V--Si--Ge-al loys have been prepared out of the components 
and examined. V~Si and VaGe do form a contineous solid solution, 
the same is true for VsSia and V5Ge3 either for the W5Si~-struc- 
ture or for the carbon stabilized MnsSi3-type phases. VnGes 
does not dissolve any silieide. There are equilibria between 
VllGe8, Vs(Si,Ge)3 and a (Ge,Si)-solid solution. Silicon can be 
substituted by germanium in VSi2 up to 1:1 (1000 ~ C homogen- 
izing temperature). At this temperature the so called digerma- 
nide (V17Ge81) does not occur after a short anneal. 

Einige Dreistoffe yon  tdbergangsmetal len mit  Silicium und  German ium 
wurden  bereits friiher un te rsueh t  1 Die ~hnl iehke i t  yon  Si u n d  Ge bedingt  
vielfach das Auf t re ten  analoger Phasen  u n d  deren weitgehende Misehbar- 
keit. Trotzdem ergeben sieh gelegentlieh eharakteristische Untersehiede.  
Von dem hier zu beschreibenden Dreistoff: V a n a d i u m - - S i l i e i u m - - G e r -  
m a n i u m  sind die Randsys teme  beziiglich der bes tehenden Phasen  und 
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deren KristMlstruktur fast. vol ts t~dig bekannt ~, 8, 4. Vor kurzem erschien 
eine Untersuchung '5 im Teilsystem: V3Si--VsGe, die beziiglieh der voll- 
kommenen Mischbarkeit dieser Phasen im Einklang mit den hier mitzu- 
teilenden Befunden steht*. Savitzki ,  Baron, Efimov,  Karasyk,  Wylegshar~i~a 
und Gladyshevski 5 haben neben den Gitterparametern in dieser 5Iischreihe 
aueh SIorungtemperaturen gemessen. 

Ge Sg 
Abb. 1. Aufteilung der Phasenfelder im Dreist0ff: V--Si---Ge 

H e r s t e l l u n g  der  P r o b e n  im D r e i s t o f f  

Diese erfolgte dutch Hei13pressen und Homogenisieren unter Argon 
bei 1300~ C (12 Stdn.) ftir Vanadium-reiche und bei etwa 1000~ C unter 
gleiehen Bedingungen fiir Vanadium-arme Legierungen. Die Proben batten 
naeh HeiBpressen metMlisehes Aussehen. R6ntgenographisehe Unter- 
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suchungen derselben (Pulveraufnahmen mit Cr--K~-Strahlung) fiihrten 
zu naehstehendem Ergebnis. 

In Abb. 1 ist die Aufteilung der Phasenfelder wiedergegeben. Danach 
bestehen im Dreistoff zwei liickenlose Mischreihen der analogen und iso- 
typen Phasen VsSi--VaG und VsSi3(T1)---VsGea(T1). Zum Beweis sind 
in Tab. 1 Gitterparameter fiir diese beiden Mischreihen angegeben. Man 
findet weitgehende Lineariti~t in der Abh~ngigkeit vom Molenbruch 

Tabel]e 1. G i t t e r p a r a m e t e r  der  Mi sch p h asen  Vs(Si, Ge); 
V5(Si, Ge)a und  Vs(Si, Ge)~Cx 

Zusammensetzung 
(Ansatz) Typ in A 

V~(Geo,~sSio,9.5) 4,764 
V~(Geo,5oSio,5o) Cr3Si 4,74v 
V(Ge0,~sSio.75) 4,733 

Vs(Geo,75Sio,35)3 9,545 4,835 
Vs(Geo,5oSio,5o)3 T1 (WsSi3) 9,505 4,805 
Vs(Geo,25Sio,75)3 9,455 4,775 

Vs(Geo,75Sio,25)3~ D88 (MnsSi3) 7,255 4,940 
Vs(Geo.5oSio,5o)s~ ~ Kohlenstoff- 7,215 4,915 
Vs(Geo,~sSio,75)3 / stabilisiert 7,18o 4,885 

des jeweiligen Germanids. An dieser Stelle sei bemerkt, dab iniolge des 
Heil]pressens geringe Mengen an Kohlenstoff eingesehleppt werden, was 
zur Bildung der entsprechenden C-stabilisierten VaSia- bzw. VsGe3-Phase 
(teilweise aufgeffillter D8s-Typ) fiihren kann. Wie aus Tab. 1 hervorgeht, 
tr i t t  dabei ebenfalls eine liickenlose Misehreihe, entspreehend V5(Si,Ge)aCx 
auf. Beziiglieh der Phasen VsGea und VsGeaCx, die im Zusammenhang 
mit der Untersuchung des Zweisstoffes V--Ge vor kurzem besehrieben 
wurden 3, sei bemerkt, dal] der DSs-Typ ohne Angabe fiber das stabi- 
lisierende Niehtmetall sehon frfiher yon Gladyshevsk i  und K u s m a  e ge- 
funden wurde. 

Die in der Zwisehenzeit 7 hinsiehtlich Zusammensetzung genauer cha- 
rakterisierte Kristallart VllGe8 (friiher V3Ge2) 15st fast kein V-Silicid. Da- 
gegen vermag die Phase VSi2 V-Germanid bis etwa VSiGe aufzunehmen, in- 
dem die Gitterparameter yon:  a : 4,57 u n d c  : 6,37 J~ (Literaturwerte: 
a----4,580; c----6,383/~) aug a = 4 , 6 8  u n d c  = 6,55/~ fiir V(Sio,5Geo,5)2 
anwaehsen. Die Misehphase V(Si,Ge)2 steht mit Vs(Si,Ge)3 und einem Ge- 
reiehen Mischkristall (Si,Ge) im Gleiehgewicht. Damit ergibt sich ein wei- 
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teres Dreiphasenfeld : Vs(Si,Ge)s z_ VllGes -V (Si,Ge)-M]c. Allerdings ist die 
Lage der jeweiligen Gleichgewichtskonzentr~tion der (Si,Ge)-MJschkristalle 
recht unsicher, weft einerseits die C-stabilisierte Va(Si,Ge)3-Phase st5rt 
und andrerseits die Gleichgewichtseinstellung des (Si,Ge)-Mischkristalls 
erfahrungsgem~ aul]erordentlich tr~ge ist (starkes Abweichen vom idealen 
Verhalten). Aus diesem Grunde sind auch die ermittelten Gitterparameter 
an Proben mit 15 At~o V fiir den (Si, Ge)-Mischkristall zur Festlegung 
der Konoden im Zweiphasenfeld: V(Si,Ge)2 ~ (Si,Ge)-M]c nicht geeignet. 
Die frfiher als Digerm~nid bezeichnete Phase V17Ge81 wurde ebenfalls 
inzwischen aufgekl~rt ~. Sie kann als eine Defektstruktur VGe2-z aufgefa~t 
werden und gehSrt strukturell zu einem AbkSmmling des TiSi2-Typs. Die 
Phase V17Ge31, die erst nach geniigend langen Glfihzeiten gebildet wird, 
diirfte nicht erhebliche Mengen an V-Silicid aufnehmen. 


